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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を有し、前記各画素は、
　発光素子と、
　キャパシタと、
　制御端子、入力端子、及び出力端子を有して、前記発光素子が発光するように発光素子
に駆動電流を供給する駆動トランジスタと、
　走査信号によってデータ電圧を前記駆動トランジスタに供給する第１スイッチング部と
、
　発光信号によって駆動電圧を前記駆動トランジスタに供給して、前記発光素子及びキャ
パシタを前記駆動トランジスタに連結する第２スイッチング部と、を有し、
　前記第１スイッチング部は、前記走査信号によって前記駆動トランジスタの制御端子及
び入力端子を連結する第１スイッチングトランジスタと、
　前記走査信号によって前記駆動トランジスタの出力端子を前記データ電圧に連結する第
２スイッチングトランジスタと、を含み、
　前記第２スイッチング部は、前記発光信号によって前記駆動トランジスタの入力端子を
前記駆動電圧に連結する第４スイッチングトランジスタと、
　前記発光信号によって前記発光素子及び前記駆動トランジスタの出力端子を連結する第
５スイッチングトランジスタと、
　前記発光信号によって前記キャパシタ及び前記駆動トランジスタの出力端子を連結する
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第６スイッチングトランジスタと、を含み、
　前記キャパシタは、前記第１スイッチング部を通じて前記駆動トランジスタに連結され
て、前記データ電圧及び前記駆動トランジスタのしきい電圧に依存する制御電圧を保存し
、前記第２スイッチング部を通じて前記駆動トランジスタに連結されて、前記制御電圧を
前記駆動トランジスタに供給し、
　前記第１スイッチング部は、前記走査信号によって基準電圧を前記キャパシタに供給す
る第３スイッチングトランジスタをさらに含むことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記制御電圧は、前記データ電圧及び前記駆動トランジスタのしきい電圧の合計から前
記基準電圧を引いた電圧であることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１乃至第６スイッチングトランジスタ及び前記駆動トランジスタは、非晶質シリ
コン薄膜トランジスタであることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１乃至第６スイッチングトランジスタ及び前記駆動トランジスタは、ｎＭＯＳ薄
膜トランジスタであることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記発光素子は、有機発光層を有することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　発光素子と、
　駆動電圧に連結された入力端子、前記発光素子に連結された出力端子、そして制御端子
を有する駆動トランジスタと、
　前記駆動トランジスタの出力端子と制御端子との間に連結されているキャパシタと、
走査信号に応答して動作し、前記駆動トランジスタの入力端子と制御端子との間に連結さ
れている第１スイッチングトランジスタと、
　前記走査信号に応答して動作し、前記駆動トランジスタの出力端子とデータ電圧との間
に連結されている第２スイッチングトランジスタと、
　発光信号に応答して動作し、前記駆動電圧と前記駆動トランジスタの入力端子との間に
連結されている第３スイッチングトランジスタと、
　前記発光信号に応答して動作し、前記発光素子と前記駆動トランジスタの出力端子との
間に連結されている第４スイッチングトランジスタと、
　前記発光信号に応答して動作し、前記キャパシタと前記駆動トランジスタの出力端子と
の間に連結されている第５スイッチングトランジスタと、
　前記走査信号に応答して動作し、前記キャパシタと共通電圧との間に連結されている第
６スイッチングトランジスタを有することを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　順に続く第１乃至第４区間のうちで、
　前記第１区間の間は、前記第１乃至第６スイッチングトランジスタがターンオンされて
いて、
　前記第２区間の間は、前記第１、第２、及び第６スイッチングトランジスタがターンオ
ンされていて、前記第３乃至第５スイッチングトランジスタがターンオフされていて、
　前記第３区間の間は、前記第１乃至第６スイッチングトランジスタがターンオフされて
いて、
　前記第４区間の間は、前記第１、第２、及び第６スイッチングトランジスタがターンオ
フされていて、前記第３乃至第５スイッチングトランジスタがターンオンされていること
を特徴とする請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記駆動電圧は前記データ電圧より高く、前記共通電圧は前記データ電圧より低いこと
を特徴とする請求項６に記載の表示装置。
【請求項９】
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　発光素子と、制御端子及び入力及び出力端子を有する駆動トランジスタと、前記駆動ト
ランジスタの制御端子に連結されているキャパシタと、を有し、
　第１スイッチングトランジスタは前記駆動トランジスタの前記入力端子と前記制御端子
との間に連結されており、第２スイッチングトランジスタはデータ電圧と前記駆動トラン
ジスタの前記出力端子との間に連結されており、第３スイッチングトランジスタは前記キ
ャパシタと基準電圧との間に連結されており、
　第４スイッチングトランジスタは前記駆動トランジスタの前記入力端子と駆動電圧
との間に連結されており、第５スイッチングトランジスタは前記発光素子と前記駆動トラ
ンジスタの前記出力端子との間に連結されており、第６スイッチングトランジスタは前記
キャパシタと前記駆動トランジスタの前記出力端子との間に連結されている表示装置の駆
動方法であって、
　前記駆動トランジスタの制御端子及び入力端子を連結し、
　前記駆動トランジスタの出力端子にデータ電圧を印加し、
　前記キャパシタを前記駆動トランジスタの制御端子と出力端子との間に連結し、
　前記駆動トランジスタの制御端子及び入力端子を前記駆動電圧に連結し、
　前記駆動トランジスタの出力端子を前記発光素子に連結する段階と、
　前記制御端子及び前記入力端子は互いに連結された状態で前記駆動電圧から分離される
段階と、
　前記駆動トランジスタの前記入力端子及び前記出力端子を開放して、前記キャパシタの
端子も開放する段階と、
　前記キャパシタは前記駆動トランジスタの前記制御端子と前記出力端子との間に連結さ
れ、前記駆動トランジスタの前記入力端子に前記駆動電圧が連結され、前記駆動トランジ
スタの前記出力端子に前記発光素子が連結された状態になる段階を順に有することを特徴
とする表示装置の駆動方法。
【請求項１０】
　前記駆動トランジスタの互いに連結された制御端子及び入力端子が前記駆動電圧に連結
されるときに前記キャパシタが充電されることを特徴とする請求項９に記載の表示装置の
駆動方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置及びその駆動方法に関し、特に、非晶質シリコン薄膜トランジスタ及
び有機発光素子のしきい電圧の劣化を補償することができる表示装置及びその駆動方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータやテレビなどの軽量化及び薄型化によって、表示装置も
軽量化及び薄型化が要求されており、このような要求によって、陰極線管（ｃａｔｈｏｄ
ｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ、ＣＲＴ）ではなく平板表示装置が適用される傾向にある。
　このような平板表示装置には、液晶表示装置（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓ
ｐｌａｙ：ＬＣＤ）、電界放出表示装置（ｆｉｅｌｄ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａ
ｙ：ＦＥＤ）、有機発光表示装置（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ：ＯＬＥＤ）、プラズマ表示装置（ｐｌａｓｍａ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎ
ｅｌ：ＰＤＰ）などがある。
【０００３】
　一般に、能動型平板表示装置では、複数の画素が行列形態に配列されていて、与えられ
た輝度情報によって各画素の光の強度を制御することにより画像を表示する。この中でも
、有機発光表示装置は、蛍光性有機物質を電気的に励起発光させて画像を表示する表示装
置であって、自己発光型で消費電力が小さく、視野角が広くて画素の応答速度が速いので
、高画質の動画像の表示が容易である（例えば、特許文献１参照）。
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【０００４】
　有機発光表示装置は、有機発光素子（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ
ｄｉｏｄｅ、ＯＬＥＤ）及びこれを駆動する薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔ
ｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦＴ）を備える。この薄膜トランジスタは、活性層（ａｃｔｉｖ
ｅ　ｌａｙｅｒ）の種類によって、多結晶シリコン（ｐｏｌｙ　ｓｉｌｉｃｏｎ）薄膜ト
ランジスタ及び非晶質シリコン（ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ）薄膜トランジス
タなどに区分される。多結晶シリコン薄膜トランジスタを採用した有機発光表示装置は、
様々な長所があるので一般に広く使用されているが、薄膜トランジスタの製造工程が複雑
で、これにより製造費用も増加する。また、このような有機発光表示装置では、大画面を
得るのが難しい。
【０００５】
　一方、非晶質シリコン薄膜トランジスタを採用した有機発光表示装置は、大画面を得る
のが容易で、多結晶シリコン薄膜トランジスタを採用した有機発光表示装置より製造工程
数も相対的に少ない。しかし、非晶質シリコン薄膜トランジスタが有機発光素子に持続的
に電流を供給することによって、非晶質シリコン薄膜トランジスタそのもののしきい電圧
（Ｖｔｈ）が遷移して劣化する恐れがある。これにより同一のデータ電圧が印加されても
不均一な電流が有機発光素子に流れるようになり、結局、有機発光表示装置の画質が劣化
するという問題点があった。
【０００６】
　一方、有機発光素子も、長時間電流を流すことによってしきい電圧が遷移する。ｎ型薄
膜トランジスタの場合、有機発光素子は薄膜トランジスタのソース方向に位置するので、
有機発光素子のしきい電圧が劣化すれば、薄膜トランジスタのソース方向の電圧が変化す
る。これにより薄膜トランジスタのゲートに同一なデータ電圧が印加されても薄膜トラン
ジスタのゲートとソースとの間の電圧が変化するので、不均一な電流が有機発光素子に流
れるようになる。これによっても、有機発光表示装置の画質が劣化が生ずるという問題点
があった。
【０００７】
【特許文献１】特開平０８－２２７２７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は上記従来の表示装置及びその駆動方法における問題点に鑑みてなされ
たものであって、本発明の目的は、非晶質シリコン薄膜トランジスタを備えながらも、非
晶質シリコン薄膜トランジスタ及び有機発光素子のしきい電圧の劣化を補償することがで
きる表示装置及びその駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、複数の画素を有し、前記
各画素は、発光素子と、キャパシタと、制御端子、入力端子、及び出力端子を有して、前
記発光素子が発光するように発光素子に駆動電流を供給する駆動トランジスタと、走査信
号によって前記駆動トランジスタをダイオード連結させて、データ電圧を前記駆動トラン
ジスタに供給する第１スイッチング部と、発光信号によって駆動電圧を前記駆動トランジ
スタに供給して、前記発光素子及びキャパシタを前記駆動トランジスタに連結する第２ス
イッチング部とを有し、
　前記第１スイッチング部は、前記走査信号によって前記駆動トランジスタの制御端子及
び入力端子を連結する第１スイッチングトランジスタと、前記走査信号によって前記駆動
トランジスタの出力端子を前記データ電圧に連結する第２スイッチングトランジスタとを
含み、前記第２スイッチング部は、前記発光信号によって前記駆動トランジスタの入力端
子を前記駆動電圧に連結する第４スイッチングトランジスタと、前記発光信号によって前
記発光素子及び前記駆動トランジスタの出力端子を連結する第５スイッチングトランジス
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タと、前記発光信号によって前記キャパシタ及び前記駆動トランジスタの出力端子を連結
する第６スイッチングトランジスタと、を含み、前記キャパシタは、前記第１スイッチン
グ部を通じて前記駆動トランジスタに連結されて、前記データ電圧及び前記駆動トランジ
スタのしきい電圧に依存する制御電圧を保存し、前記第２スイッチング部を通じて前記駆
動トランジスタに連結されて、前記制御電圧を前記駆動トランジスタに供給し、前記第１
スイッチング部は、前記走査信号によって基準電圧を前記キャパシタに供給する第３スイ
ッチングトランジスタをさらに含むことを特徴とする。
【００１０】
　前記制御電圧は、前記データ電圧及び前記駆動トランジスタのしきい電圧の合計から前
記基準電圧を引いた電圧であるのが好ましい。
　前記第１乃至第６スイッチングトランジスタ及び前記駆動トランジスタは、非晶質シリ
コン薄膜トランジスタであるのが好ましい。
　前記第１乃至第６スイッチングトランジスタ及び前記駆動トランジスタは、ｎＭＯＳ薄
膜トランジスタであるのが好ましい。
　前記発光素子は、有機発光層を有するのが好ましい。
 
【００１１】
　また、上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、発光素子と、駆動
電圧に連結された入力端子、前記発光素子に連結された出力端子、そして制御端子を有す
る駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタの出力端子と制御端子との間に連結されて
いるキャパシタと、走査信号に応答して動作し、前記駆動トランジスタの入力端子と制御
端子との間に連結されている第１スイッチングトランジスタと、前記走査信号に応答して
動作し、前記駆動トランジスタの出力端子とデータ電圧との間に連結されている第２スイ
ッチングトランジスタと、発光信号に応答して動作し、前記駆動電圧と前記駆動トランジ
スタの入力端子との間に連結されている第３スイッチングトランジスタと、前記発光信号
に応答して動作し、前記発光素子と前記駆動トランジスタの出力端子との間に連結されて
いる第４スイッチングトランジスタと、前記発光信号に応答して動作し、前記キャパシタ
と前記駆動トランジスタの出力端子との間に連結されている第５スイッチングトランジス
タと、前記走査信号に応答して動作し、前記キャパシタと共通電圧との間に連結されてい
る第６スイッチングトランジスタを有することを特徴とする。
【００１２】
　順に続く第１乃至第４区間のうちで、前記第１区間の間は、前記第１乃至第６スイッチ
ングトランジスタがターンオンされていて、前記第２区間の間は、前記第１、第２、及び
第６スイッチングトランジスタがターンオンされていて、前記第３乃至第５スイッチング
トランジスタがターンオフされていて、前記第３区間の間は、前記第１乃至第６スイッチ
ングトランジスタがターンオフされていて、前記第４区間の間は、前記第１、第２、及び
第６スイッチングトランジスタがターンオフされていて、前記第３乃至第５スイッチング
トランジスタがターンオンされていることが好ましい
【００１３】
　上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置の駆動方法は、発光素子と、
制御端子及び入力及び出力端子を有する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタの制
御端子に連結されているキャパシタと、を有し、第１スイッチングトランジスタは前記駆
動トランジスタの前記入力端子と前記制御端子との間に連結されており、第２スイッチン
グトランジスタはデータ電圧と前記駆動トランジスタの前記出力端子との間に連結されて
おり、第３スイッチングトランジスタは前記キャパシタと基準電圧との間に連結されてお
り、第４スイッチングトランジスタは前記駆動トランジスタの前記入力端子と駆動電圧
との間に連結されており、第５スイッチングトランジスタは前記発光素子と前記駆動トラ
ンジスタの前記出力端子との間に連結されており、第６スイッチングトランジスタは前記
キャパシタと前記駆動トランジスタの前記出力端子との間に連結されている表示装置の駆
動方法であって、前記駆動トランジスタの制御端子及び入力端子を連結し、前記駆動トラ
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ンジスタの出力端子にデータ電圧を印加し、前記キャパシタを前記駆動トランジスタの制
御端子と出力端子との間に連結し、前記駆動トランジスタの制御端子及び入力端子を前記
駆動電圧に連結し、前記駆動トランジスタの出力端子を前記発光素子に連結する段階と、
前記制御端子及び前記入力端子は互いに連結された状態で前記駆動電圧から分離される段
階と、
　前記駆動トランジスタの前記入力端子及び前記出力端子を開放して、前記キャパシタの
端子も開放する段階と、前記キャパシタは前記駆動トランジスタの前記制御端子と前記出
力端子との間に連結され、前記駆動トランジスタの前記入力端子に前記駆動電圧が連結さ
れ、前記駆動トランジスタの前記出力端子に前記発光素子が連結された状態になる段階を
順に有することを特徴とする。
【００１４】
　前記駆動トランジスタの互いに連結された制御端子及び入力端子が前記駆動電圧に連結
されるときに前記キャパシタが充電されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る表示装置及びその駆動方法によれば、６個のスイッチングトランジスタ、
１個の駆動トランジスタ、有機発光素子、及びキャパシタを備え、このキャパシタにデー
タ電圧及び駆動トランジスタのしきい電圧に依存する電圧を保存することによって、駆動
トランジスタ及び有機発光素子のしきい電圧が劣化しても、これを補償して画質の劣化を
防止することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、本発明に係る表示装置及びその駆動方法を実施するための最良の形態の具体例を
図面を参照しながら説明する。
　図面では、各層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示した。明細書全体
を通じて類似した部分については、同一な図面符号を付けた。層、膜、領域、板などの部
分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合だけでな
く、その中間に他の部分がある場合も意味する。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ上に
”あるとする時、これはその中間に他の部分がない場合を意味する。また、ある部分が他
の部分と連結されているとする時、これは他の部分と“直接”連結されている場合だけで
なく、他の部分を“通じて”連結されている場合も意味する。
【実施例】
【００１８】
　まず、図１乃至図７を参考にして、本発明の一実施例による有機発光表示装置について
説明する。
　図１は本発明の一実施例による有機発光表示装置のブロック図であり、図２は本発明の
一実施例による有機発光表示装置の一つの画素に対する等価回路図である。図３は本発明
の一実施例による有機発光表示装置の一つの画素のスイッチングトランジスタ及び有機発
光素子の断面を示した断面図であり、図４は本発明の一実施例による有機発光表示装置の
有機発光素子の概略図である。
【００１９】
　図１に示すように、本発明の一実施例による有機発光表示装置は、表示板（ｄｉｓｐｌ
ａｙ　ｐａｎｅｌ）３００、これに連結された走査駆動部４００とデータ駆動部５００と
発光駆動部７００、そしてこれらを制御する信号制御部６００を含む。
　表示板３００は、等価回路で見る時、複数の信号線（Ｇ１－Ｇｎ、Ｄ１－Ｄｍ、Ｓ１－
Ｓｎ）、複数の電圧線（図示せず）、そしてこれらに連結されていて、ほぼ行列形態に配
列された複数の画素（ＰＸ）を含む。
　信号線は、走査信号を伝達する複数の走査信号線（Ｇ１－Ｇｎ）、データ信号を伝達す
る複数のデータ線（Ｄ１－Ｄｍ）、そして発光信号を伝達する複数の発光信号線（Ｓ１－
Ｓｎ）を含む。走査信号線（Ｇ１－Ｇｎ）及び発光信号線（Ｓ１－Ｓｎ）は、ほぼ行方向
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にのびていて、互いにほぼ平行であり、データ線（Ｄ１－Ｄｍ）は、ほぼ列方向にのびて
いて、互いにほぼ平行である。
　電圧線は、駆動電圧（Ｖｄｄ）を伝達する駆動電圧線（図示せず）及び基準電圧（Ｖｒ
ｅｆ）を伝達する基準電圧線（図示せず）を含む。駆動電圧線及び基準電圧線は、行また
は列方向にのびている。
【００２０】
　次に、図２に示すように、各画素は、有機発光素子（ＬＤ）、駆動トランジスタ（Ｑｄ
）、キャパシタ（Ｃｓｔ）、及び６個のスイッチングトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ６）を
含む。
　駆動トランジスタ（Ｑｄ）は、制御端子（Ｎｇ）、入力端子（Ｎｄ）、及び出力端子（
Ｎｓ）を有して、入力端子（Ｎｄ）は駆動電圧（Ｖｄｄ）に連結されている。キャパシタ
（Ｃｓｔ）は、駆動トランジスタ（Ｑｄ）の制御端子（Ｎｇ）と出力端子（Ｎｓ）との間
に連結されていて、有機発光素子（ＬＤ）のアノード（ａｎｏｄｅ）及びカソード（ｃａ
ｔｈｏｄｅ）は各々駆動トランジスタ（Ｑｄ）の出力端子（Ｎｓ）及び共通電圧（Ｖｓｓ
）に連結されている。
　有機発光素子（ＬＤ）は、駆動トランジスタ（Ｑｄ）が供給する電流（ＩＬＤ）の大き
さによって強度の異なる光を発光することによって画像を表示して、この電流（ＩＬＤ）
の大きさは、駆動トランジスタ（Ｑｄ）の制御端子（Ｎｇ）と出力端子（Ｎｓ）との間の
電圧（Ｖｇｓ）の大きさに依存する。
【００２１】
　スイッチングトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ３）は、走査信号に応答して動作する。
スイッチングトランジスタ（Ｑｓ１）は駆動トランジスタ（Ｑｄ）の入力端子（Ｎｄ）と
制御端子（Ｎｇ）との間に連結されており、スイッチングトランジスタ（Ｑｓ２）はデー
タ電圧（Ｖｄａｔａ）と駆動トランジスタ（Ｑｄ）の出力端子（Ｎｓ）との間に連結され
ており、スイッチングトランジスタ（Ｑｓ３）はキャパシタ（Ｃｓｔ）と基準電圧（Ｖｒ
ｅｆ）との間に連結されている。
【００２２】
　スイッチングトランジスタ（Ｑｓ４～Ｑｓ６）は、発光信号に応答して動作する。
　スイッチングトランジスタ（Ｑｓ４）は駆動トランジスタ（Ｑｄ）の入力端子（Ｎｄ）
と駆動電圧（Ｖｄｄ）との間に連結されており、スイッチングトランジスタ（Ｑｓ５）は
有機発光素子（ＬＤ）と駆動トランジスタ（Ｑｄ）の出力端子（Ｎｓ）との間に連結され
ており、スイッチングトランジスタ（Ｑｓ６）はキャパシタ（Ｃｓｔ）と駆動トランジス
タ（Ｑｄ）の出力端子（Ｎｓ）との間に連結されている。
　このようなスイッチングトランジスタ及び駆動トランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ６、Ｑｄ）
は、非晶質シリコンまたは多結晶シリコンからなるｎチャンネル金属酸化膜半導体（ｎＭ
ＯＳ）トランジスタからなる。しかし、これらトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ６、Ｑｄ）は
、ｐＭＯＳトランジスタからなることもでき、この場合には、ｐＭＯＳトランジスタ及び
ｎＭＯＳトランジスタは互いに相補型（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ）であるので、ｐＭ
ＯＳトランジスタの動作、電圧、及び電流はｎＭＯＳトランジスタのそれと反対になる。
【００２３】
　次に、このような有機発光表示装置のスイッチングトランジスタ（Ｑｓ５）及び有機発
光素子（ＬＤ）の構造について説明する。
　図３に示すように、絶縁基板１１０上に制御端子電極（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏｄｅ）１２４が形成されている。制御端子電極１２４の側面は、基板１１０面に対して
傾斜されて形成され、その傾斜角は２０－８０゜である。
　制御端子電極１２４上には、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）などからなる絶縁膜（ｉｎｓｕｌ
ａｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）１４０が形成されている。
　絶縁膜１４０の上部には、水素化非晶質シリコン（ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ　ａｍｏ
ｒｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ）（非晶質シリコンは略してａ－Ｓｉとする）または多結
晶シリコン（ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｓｉｌｉｃｏｎ）などからなる半導体１
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５４が形成されている。
　半導体１５４の上部には、シリサイド（ｓｉｌｉｃｉｄｅ）またはｎ型不純物が高濃度
にドーピングされているｎ＋水素化非晶質シリコンなどからなる抵抗性接触部材（ｏｈｍ
ｉｃ　ｃｏｎｔａｃｔ）１６３、１６５が形成されている。
【００２４】
　半導体１５４及び抵抗性接触部材１６３、１６５の側面は傾いており、その傾斜角は３
０－８０゜である。
　抵抗性接触部材１６３、１６５及び絶縁膜１４０上には、出力端子電極（ｏｕｔｐｕｔ
　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）１７５及び入力端子電極（ｉｎｐｕｔ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）１
７３が形成されている。
　出力端子電極１７５及び入力端子電極１７３は互いに分離されていて、制御端子電極１
２４に対して互いに反対側に位置する。制御端子電極１２４、出力端子電極１７５、及び
入力端子電極１７３は、半導体１５４と共にスイッチングトランジスタ（Ｑｓ５）をなし
、そのチャンネル（ｃｈａｎｎｅｌ）は、出力端子電極１７５と入力端子電極１７３との
間の半導体１５４に形成される。
　出力端子電極１７５及び入力端子電極１７３も、半導体１５４などと同様に、その側面
が約３０－８０゜の角度で各々傾いている。
【００２５】
　出力端子電極１７５、入力端子電極１７３、及び露出された半導体１５４部分の上には
、平坦化特性が優れていて、感光性（ｐｈｏｔｏｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ）を有する有機
物質、プラズマ化学気相蒸着（ｐｌａｓｍａ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖ
ａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ、ＰＥＣＶＤ）で形成されるａ－Ｓｉ：Ｃ：Ｏ、ａ－Ｓ
ｉ：Ｏ：Ｆなどの低誘電率絶縁物質、または窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）などからなる保護膜
（ｐａｓｓｉｖａｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）１８０が形成されている。
　保護膜１８０には、出力端子電極１７５を露出する接触孔（ｃｏｎｔａｃｔ　ｈｏｌｅ
）１８５が形成されている。
【００２６】
　保護膜１８０上には、接触孔１８５を通じて出力端子電極１７５と物理的・電気的に連
結されている画素電極１９０が形成されている。画素電極１９０は、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕ
ｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）またはＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）などの
透明な導電物質やアルミニウムまたは銀合金などの反射性が優れた物質からなることがで
きる。
　保護膜１８０の上部には、有機絶縁物質または無機絶縁物質からなっていて、有機発光
セルを分離させるための隔壁３６０が形成されている。隔壁３６０は、画素電極１９０の
周縁辺を囲んで有機発光層３７０が形成される領域を限定している。
　隔壁３６０で囲まれた画素電極１９０上の領域には、有機発光層３７０が形成されてい
る。
【００２７】
　有機発光層３７０は、図４に示すように、発光層（ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ：Ｅ
ＭＬ）の他に、電子及び正孔の均衡を良くして発光効率を向上させるために、電子輸送層
（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ：ＥＴＬ）及び正孔輸送層（ｈｏ
ｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ：ＨＴＬ）を含む多層構造からなり、また、別途
の電子注入層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ：ＥＩＬ）及び正孔
注入層（ｈｏｌｅ　ｉｎｊｅｃｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ：ＨＩＬ）を含むことができる。
　隔壁３６０上には、隔壁３６０と同一なパターンで、金属のように低い比抵抗を有する
導電物質からなる補助電極３８２が形成されている。補助電極３８２は、後に形成される
共通電極２７０と接触して、共通電極２７０に伝達される信号が歪曲されるのを防止する
機能をする。
【００２８】
　隔壁３６０、有機発光層３７０、及び補助電極３８２上には、共通電圧（Ｖｓｓ）が印
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加される共通電極２７０が形成されている。共通電極２７０は、ＩＴＯまたはＩＺＯなど
の透明な導電物質からなる。画素電極１９０が透明な場合には、共通電極２７０は、カル
シウム（Ｃａ）、バリウム（Ｂａ）、アルミニウム（Ａｌ）などを含む金属からなること
ができる。
　不透明な画素電極１９０及び透明な共通電極２７０は、表示板３００の上方向に画像を
表示する上面発光（ｔｏｐ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ）方式の有機発光表示装置に適用され、透
明な画素電極１９０及び不透明な共通電極２７０は、表示板３００の下方向に画像を表示
する底面発光（ｂｏｔｔｏｍ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ）方式の有機発光表示装置に適用される
。
【００２９】
　画素電極１９０、有機発光層３７０、及び共通電極２７０は、図２に示した有機発光素
子（ＬＤ）をなし、画素電極１９０はアノードで共通電極２７０はカソード、または画素
電極１９０はカソードで共通電極２７０はアノードとなる。有機発光素子（ＬＤ）は、発
光層（ＥＭＬ）を形成する有機物質によって、三原色、例えば赤色、緑色、青色のうちの
一つを固有に表示して、これら三原色の空間的合計で所望の色相を表示する。
【００３０】
　再び図１を参考にして、走査駆動部４００は、表示板３００の走査信号線（Ｇ１－Ｇｎ

）に連結されて、スイッチングトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ３）をターンオンさせること
ができる高電圧（Ｖｏｎ）及びターンオフさせることができる低電圧（Ｖｏｆｆ）の組み
合わせからなる走査信号（Ｖｇｉ）を走査信号線（Ｇ１－Ｇｎ）に印加し、複数の集積回
路からなることができる。
　データ駆動部５００は、表示板３００のデータ線（Ｄ１－Ｄｍ）に連結されて、画像信
号を示すデータ電圧（Ｖｄａｔａ）を画素に印加し、複数の集積回路からなることができ
る。
　発光駆動部７００は、表示板３００の発光信号線（Ｓ１－Ｓｎ）に連結されて、スイッ
チングトランジスタ（Ｑｓ４～Ｑｓ６）をターンオンさせることができる高電圧（Ｖｏｎ
）及びターンオフさせることができる低電圧（Ｖｏｆｆ）の組み合わせからなる発光信号
（Ｖｓｉ）を発光信号線（Ｓ１－Ｓｎ）に印加し、複数の集積回路からなることができる
。
【００３１】
　複数の走査駆動集積回路、データ駆動集積回路、または発光駆動集積回路は、チップ形
態でＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）（図示せず）方式で装着して
ＴＣＰを表示板３００に付着することもでき、ＴＣＰを使用せずにガラス基板上にこれら
チップ形態の集積回路を直接付着することもでき（ｃｈｉｐ　ｏｎ　ｇｌａｓｓ：ＣＯＧ
実装方式）、これら集積回路を画素の薄膜トランジスタと共に表示板３００に直接形成す
ることもできる。
　信号制御部６００は、走査駆動部４００、データ駆動部５００、及び発光駆動部７００
などの動作を制御する。
【００３２】
　次に、このような有機発光表示装置の表示動作について、図５乃至図１０を参考にして
詳細に説明する。
　図５は本発明の一実施例による有機発光表示装置の駆動信号を示したタイミング図であ
り、図６乃至図９は図５に示した各区間での一つの画素に対する等価回路図であり、図１
０は本発明の一実施例による有機発光表示装置の駆動トランジスタの各端子に現れる電圧
波形図である。
【００３３】
　信号制御部６００は、外部のグラフィック制御機（図示せず）から入力映像信号（Ｒ、
Ｇ、Ｂ）及びその表示を制御する入力制御信号、例えば、垂直同期信号（Ｖｓｙｎｃ）と
水平同期信号（Ｈｓｙｎｃ）、メインクロック（ＭＣＬＫ）、データイネーブル信号（Ｄ
Ｅ）などの提供を受ける。信号制御部６００は、入力映像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）及び入力制
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御信号に基づいて、映像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を表示板３００の動作条件に合うように適切
に処理して、走査制御信号（ＣＯＮＴ１）、データ制御信号（ＣＯＮＴ２）、及び発光制
御信号（ＣＯＮＴ３）などを生成した後、走査制御信号（ＣＯＮＴ１）を走査駆動部４０
０に出力し、データ制御信号（ＣＯＮＴ２）及び処理した映像信号（ＤＡＴ）をデータ駆
動部５００に出力し、発光制御信号（ＣＯＮＴ３）を発光駆動部７００に出力する。
　走査制御信号（ＣＯＮＴ１）は、高電圧（Ｖｏｎ）の出力開始を指示する垂直同期開始
信号（ＳＴＶ）、高電圧（Ｖｏｎ）の出力時期を制御するゲートクロック信号（ＣＰＶ）
、及び高電圧（Ｖｏｎ）の持続時間を限定する出力イネーブル信号（ＯＥ）などを含む。
　データ制御信号（ＣＯＮＴ２）は、映像データ（ＤＡＴ）の入力開始を指示する水平同
期開始信号（ＳＴＨ）、及びデータ線（Ｄ１－Ｄｍ）への当該データ電圧の印加を命令す
るロード信号（ＬＯＡＤ）などを含む。
【００３４】
　まず、データ駆動部５００は、信号制御部６００からのデータ制御信号（ＣＯＮＴ２）
によって、一つの行、例えばｉ番目の行の画素に対する映像データ（ＤＡＴ）を順次に受
信してシフトして、各映像データ（ＤＡＴ）に対応するデータ電圧（Ｖｄａｔａ）を当該
データ線（Ｄ１－Ｄｍ）に印加する。
　走査駆動部４００は、信号制御部６００からの走査制御信号（ＣＯＮＴ１）によって、
走査信号線（Ｇｉ）に印加される走査信号（Ｖｇｉ）の電圧値を高電圧（Ｖｏｎ）にして
、走査信号線（Ｇｉ）に連結されたスイッチングトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ３）をター
ンオンさせる。
　発光駆動部７００は、信号制御部６００からの発光制御信号（ＣＯＮＴ３）によって、
発光信号線（Ｓｉ）に印加される発光信号（Ｖｓｉ）の電圧値を高電圧（Ｖｏｎ）に維持
して、発光信号線（Ｓｉ）に連結されたスイッチングトランジスタ（Ｑｓ４～Ｑｓ６）を
ターンオンされた状態に維持する。
【００３５】
　このような状態の画素の等価回路を図６に示す。この区間を先充電区間（Ｔ１）という
。図６に示すように、スイッチングトランジスタ（Ｑｓ２、Ｑｓ３、Ｑｓ４、Ｑｓ６）は
、各々抵抗（ｒ１、ｒ２、ｒ３、ｒ４）で示すことができる。
　そうすると、キャパシタ（Ｃｓｔ）の一つの端子（Ｎ１）及び駆動トランジスタ（Ｑｄ
）の制御端子（Ｎｇ）は抵抗（ｒ３）を通じて駆動電圧（Ｖｄｄ）に連結されるので、こ
れら電圧は駆動電圧（Ｖｄｄ）から抵抗（ｒ３）による電圧降下量を引いた値になり、キ
ャパシタ（Ｃｓｔ）はこの電圧を維持する機能をする。この時、駆動電圧（Ｖｄｄ）は、
データ電圧（Ｖｄａｔａ）より十分に高くて駆動トランジスタ（Ｑｄ）をターンオンさせ
ることができる程度の大きさであるのが好ましい。
　これにより駆動トランジスタ（Ｑｄ）はターンオンされて、出力端子（Ｎｓ）を通じて
任意の電流を有機発光素子（ＬＤ）に供給し、これにより有機発光素子（ＬＤ）は発光す
ることができる。しかし、先充電区間（Ｔ１）の長さは１フレームに比べて非常に短いの
で、この区間（Ｔ１）での有機発光素子（ＬＤ）の発光は目に見えないばかりか、表示し
ようする輝度にほとんど影響を与えない。
【００３６】
　次に、発光駆動部７００が、信号制御部６００からの発光制御信号（ＣＯＮＴ３）によ
って、発光信号（Ｖｓｉ）を低電圧（Ｖｏｆｆ）に変換してスイッチングトランジスタ（
Ｑｓ４～Ｑｓ６）をターンオフさせることによって、本充電区間（Ｔ２）が始まる。走査
信号（Ｖｇｉ）はこの区間（Ｔ２）でも高電圧（Ｖｏｎ）を維持し続けるので、スイッチ
ングトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ３）はターンオンされた状態を維持する。
　そうすると、図７に示すように、駆動トランジスタ（Ｑｄ）は駆動電圧（Ｖｄｄ）及び
有機発光素子（ＬＤ）から分離される一方で、ダイオード連結される。つまり、駆動トラ
ンジスタ（Ｑｄ）の制御端子（Ｎｇ）及び入力端子（Ｎｄ）は互いに連結された状態で駆
動電圧（Ｖｄｄ）から分離されて、出力端子（Ｎｓ）は有機発光素子（ＬＤ）とは分離さ
れるがデータ電圧（Ｖｄａｔａ）の印加は受け続ける。駆動トランジスタ（Ｑｄ）の制御
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端子電圧（Ｖｎｇ）が十分に高いため、駆動電圧（Ｖｄｄ）から分離された駆動トランジ
スタ（Ｑｄ）はターンオンされた状態を維持する。
【００３７】
　これにより、図１０に示すように、先充電区間（Ｔ１）で所定のレベルに充電されてい
たキャパシタ（Ｃｓｔ）の端子（Ｎ１）に充電された電荷は駆動トランジスタ（Ｑｄ）を
通じて放電され始め、これにより駆動トランジスタ（Ｑｄ）の制御端子電圧（Ｖｎｇ）が
低くなる。制御端子電圧（Ｖｎｇ）の電圧降下は、駆動トランジスタ（Ｑｄ）の制御端子
（Ｎｇ）と出力端子（Ｎｓ）との間の電圧（Ｖｇｓ）が駆動トランジスタ（Ｑｄ）のしき
い電圧（Ｖｔｈ）と同一になって駆動トランジスタ（Ｑｄ）がそれ以上電流を流さなくな
るまで続く。
　したがって、下記に示す数式１が成立し、キャパシタ（Ｃｓｔ）に充電される電圧（Ｖ
ｃ）は下記に示す数式２のようになる。
【００３８】
　　（数１）
　　Ｖｇｓ＝Ｖｔｈ
　　（数２）
　　Ｖｃ＝Ｖｄａｔａ＋Ｖｔｈ－Ｖｒｅｆ
　これにより、キャパシタ（Ｃｓｔ）がデータ電圧（Ｖｄａｔａ）及び駆動トランジスタ
（Ｑｄ）のしきい電圧（Ｖｔｈ）に依存する電圧を保存することが分かる。
【００３９】
　電圧（Ｖｃ）がキャパシタ（Ｃｓｔ）に充電された後、走査駆動部４００が、信号制御
部６００からの走査制御信号（ＣＯＮＴ１）によって、走査信号（Ｖｇｉ）を低電圧（Ｖ
ｏｆｆ）に変換してスイッチングトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ３）をターンオフさせるこ
とによって、遮断区間（Ｔ３）が始まる。発光信号（Ｖｓｉ）はこの区間（Ｔ３）でも低
電圧（Ｖｏｆｆ）を維持し続けるので、スイッチングトランジスタ（Ｑｓ４～Ｑｓ６）は
オフされた状態を維持する。
　そうすると、図８に示すように、駆動トランジスタ（Ｑｄ）の入力端子（Ｎｄ）及び出
力端子（Ｎｓ）は開放されて、キャパシタ（Ｃｓｔ）の端子（Ｎ２）も開放される。した
がって、この回路で電荷の流出及び流入がなくなって、キャパシタ（Ｃｓｔ）は本充電区
間（Ｔ２）で充電された電圧（Ｖｃ）を維持し続ける。
【００４０】
　このように全てのスイッチングトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ６）がターンオフされた状
態で所定の時間が経過した後、発光駆動部７００が、信号制御部６００からの発光制御信
号（ＣＯＮＴ３）によって、発光信号（Ｖｓｉ）をスイッチオン電圧に変換してスイッチ
ングトランジスタ（Ｑｓ４～Ｑｓ６）をターンオンさせることによって、発光区間（Ｔ４
）が始まる。走査信号（Ｖｇｉ）はこの区間（Ｔ４）でも低電圧（Ｖｏｆｆ）を維持し続
けるので、スイッチングトランジスタ（Ｑｓ１～Ｑｓ３）はターンオフされた状態を維持
する。
　そうすると、図９に示すように、キャパシタ（Ｃｓｔ）は駆動トランジスタ（Ｑｄ）の
制御端子（Ｎｇ）と出力端子（Ｎｓ）との間に連結され、駆動トランジスタ（Ｑｄ）の入
力端子（Ｎｄ）に駆動電圧（Ｖｄｄ）が連結され、駆動トランジスタ（Ｑｄ）の出力端子
（Ｎｓ）に有機発光素子（ＬＤ）が連結された状態になる。
【００４１】
　これにより、図１０に示すように、キャパシタ（Ｃｓｔ）の端子（Ｎ１）が孤立するの
で、駆動トランジスタ（Ｑｄ）の制御端子電圧（Ｖｎｇ）と出力端子電圧（Ｖｎｓ）との
間の電圧（Ｖｇｓ）はキャパシタ（Ｃｓｔ）に保存されている電圧（Ｖｃ）と同一になっ
て（Ｖｇｓ＝Ｖｃ）、駆動トランジスタ（Ｑｄ）は、電圧（Ｖｇｓ）によって制御される
出力電流（ＩＬＤ）を出力端子（Ｎｓ）を通じて有機発光素子（ＬＤ）に供給する。これ
により、有機発光素子（ＬＤ）は、出力電流（ＩＬＤ）の大きさによって強度の異なる光
を発光することによって当該画像を表示する。
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　ところが、キャパシタ（Ｃｓｔ）は、有機発光素子（ＬＤ）による負荷に関係なく本充
電区間（Ｔ２）で保存した電圧（Ｖｃ）を維持し続けるので（Ｖｃ＝Ｖｄａｔａ＋Ｖｔｈ
－Ｖｒｅｆ）、出力電流（ＩＬＤ）は下記に示す数式３のようになる。
【００４２】
【数３】

　ここで、ｋは薄膜トランジスタの特性による定数であって、ｋ＝μ・ＣｓｉＮｘ・Ｗ／
Ｌであり、μは電界効果移動度、ＣＳｉＮｘは絶縁層の容量、Ｗは薄膜トランジスタのチ
ャンネルの幅、Ｌは薄膜トランジスタのチャンネルの長さを示す。
【００４３】
　数式３に示すように、発光区間（Ｔ４）での出力電流（ＩＬＤ）はデータ電圧（Ｖｄａ
ｔａ）及び基準電圧（Ｖｒｅｆ）によってのみ決定される。したがって、出力電流（ＩＬ

Ｄ）は駆動トランジスタ（Ｑｄ）のしきい電圧（Ｖｔｈ）の変化に影響を受けない。また
、出力電流（ＩＬＤ）は有機発光素子（ＬＤ）のしきい電圧（Ｖｔｈ＿ＬＤ）の変化にも
影響を受けない。つまり、有機発光素子（ＬＤ）のしきい電圧（Ｖｔｈ＿ＬＤ）が変化し
て駆動トランジスタ（Ｑｄ）の出力端子電圧（Ｖｎｓ）も共に変化してもキャパシタ（Ｃ
ｓｔ）に保存されている電圧（Ｖｃ）は変化しないので、電圧（Ｖｇｓ）は変化しない。
結局、本実施例による有機発光表示装置は、駆動トランジスタ（Ｑｄ）のしきい電圧（Ｖ
ｔｈ）及び有機発光素子（ＬＤ）のしきい電圧（Ｖｔｈ＿ＬＤ）が劣化しても、これを補
償することができる。
【００４４】
　一方、もし、本充電区間（Ｔ２）が終了した後にすぐに発光区間（Ｔ４）が続くと、ス
イッチングトランジスタ（Ｑｓ１）がターンオフされる前にスイッチングトランジスタ（
Ｑｓ４）がターンオンされる。そうすると、駆動電圧（Ｖｄｄ）から電荷が流入されてキ
ャパシタ（Ｃｓｔ）に充電された電圧値が変化することがある。したがって、本充電区間
（Ｔ２）と発光区間（Ｔ４）との間に遮断区間（Ｔ３）をおいて、スイッチングトランジ
スタ（Ｑｓ１）を確実にターンオフさせた後でスイッチングトランジスタ（Ｑｓ４）をタ
ーンオンさせる必要がある。
【００４５】
　発光区間（Ｔ４）は次のフレームでｉ番目の行の画素に対する先充電区間（Ｔ１）が再
び始まるまで持続され、その次の行の画素に対しても先に説明した各区間（Ｔ１～Ｔ４）
での動作が同様に繰り返される。ただし、例えば、（ｉ＋１）番目の行の先充電区間（Ｔ
１）はｉ番目の行の本充電区間（Ｔ２）が終了した後に始まるようにする。このような方
式で、全ての走査信号線（Ｇ１－Ｇｎ）及び発光信号線（Ｓ１－Ｓｎ）に対して順次に区
間（Ｔ１～Ｔ４）制御を行って、全ての画素に当該画像を表示する。
　各区間（Ｔ１～Ｔ４）の長さは必要に応じて調整することができる。
　基準電圧（Ｖｒｅｆ）は共通電圧（Ｖｓｓ）と同一な電圧レベルに設定することができ
、例えば０Ｖである。これとは異なり、基準電圧（Ｖｒｅｆ）が負の電圧レベルを有する
ように設定することもできる。そうすると、データ駆動部５００が画素に印加するデータ
電圧（Ｖｄａｔａ）の大きさを小さくして駆動することができる。駆動電圧（Ｖｄｄ）は
、キャパシタ（Ｃｓｔ）に電荷を十分に供給して駆動トランジスタ（Ｑｄ）が出力電流（
ＩＬＤ）を流すことができるように、十分に高い電圧に設定するのが好ましく、例えば２
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０Ｖである。
【００４６】
　次に、本発明の一実施例による有機発光表示装置におけるしきい電圧の変化による模擬
試験の結果について、図１１及び図１２を参考にして説明する。
　図１１は、本発明の一実施例による有機発光表示装置の駆動トランジスタのしきい電圧
の変化による出力電流を示す波形図であり、図１２は、本発明の一実施例による有機発光
表示装置の有機発光素子のしきい電圧の変化による出力電流を示す波形図である。
【００４７】
　図１１に示した波形図は、駆動トランジスタ（Ｑｄ）のしきい電圧（Ｖｔｈ）が２．５
Ｖから３．５Ｖに変化した場合の出力電流（ＩＬＤ）の変化量を示す。模擬実験はＳＰＩ
ＣＥ（汎用回路解析プログラム）を利用して行った。模擬実験条件として、駆動電圧（Ｖ
ｄｄ）は２０Ｖ、共通電圧（Ｖｓｓ）及び基準電圧（Ｖｒｅｆ）は０Ｖとして、データ電
圧（Ｖｄａｔａ）は第１フレーム（約１ｍｓｅｃ以前）で２Ｖ、第２フレームで３．３Ｖ
に設定した。このような実験条件下で有機発光素子（ＬＤ）に流れる出力電流（ＩＬＤ）
を測定した結果、図１１に示したように、第２フレームでの出力電流（ＩＬＤ）は、しき
い電圧（Ｖｔｈ）が２．５Ｖである場合には８３１ｎＡであり、しきい電圧（Ｖｔｈ）が
３．５Ｖである場合には８８０ｎＡであった。したがって、駆動トランジスタ（Ｑｄ）の
しきい電圧（Ｖｔｈ）が１Ｖ高くなる場合の電流の変化量は４９ｎＡであり、変化前の電
流対比で５．８％が変化した。このような出力電流（ＩＬＤ）の変化は、従来の２個の薄
膜トランジスタを備えた画素で駆動トランジスタのしきい電圧の変化による出力電流の変
化に比べれば、無視することができる程度である。
【００４８】
　図１２に示した波形図は、有機発光素子（ＬＤ）のしきい電圧（Ｖｔｈ＿ＬＤ）が３Ｖ
から３．５Ｖに変化した場合の出力電流（ＩＬＤ）の変化量を示す。前記の実験条件と同
一な実験条件下で有機発光素子（ＬＤ）に流れる出力電流（ＩＬＤ）を測定した結果、図
１２に示したように、第２フレームでの出力電流（ＩＬＤ）はしきい電圧（Ｖｔｈ＿ＬＤ

）が３Ｖである場合には８７４ｎＡであり、しきい電圧（Ｖｔｈ＿ＬＤ）が３．５Ｖであ
る場合には８３１ｎＡであった。したがって、有機発光素子（ＬＤ）のしきい電圧（Ｖｔ
ｈ＿ＬＤ）が０．５Ｖ高くなる場合の電流の変化量は４３ｎＡであり、劣化前の電流対比
で５．１％が変化した。このような出力電流（ＩＬＤ）の変化は、従来の２個の薄膜トラ
ンジスタを備えた画素で有機発光素子のしきい電圧の劣化による出力電流の変化に比べれ
ば、無視することができる程度である。
　このような模擬実験の結果は、駆動トランジスタ（Ｑｄ）のしきい電圧（Ｖｔｈ）及び
有機発光素子（ＬＤ）のしきい電圧（Ｖｔｈ＿ＬＤ）が劣化しても、本実施例による有機
発光表示装置がこれを補償することができることを示している。
【００４９】
　尚、本発明は、上述の実施例に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱し
ない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施例による有機発光表示装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施例による有機発光表示装置の一つの画素に対する等価回路図であ
る。
【図３】本発明の一実施例による有機発光表示装置の一つの画素のスイッチングトランジ
スタ及び有機発光素子の断面を示した断面図である。
【図４】本発明の一実施例による有機発光表示装置の有機発光素子の概略図である。
【図５】本発明の一実施例による有機発光表示装置の駆動信号を示したタイミング図であ
る。
【図６】図５に示したＴ１区間での一つの画素に対する等価回路図である。
【図７】図５に示したＴ２区間での一つの画素に対する等価回路図である。
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【図８】図５に示したＴ３区間での一つの画素に対する等価回路図である。
【図９】図５に示したＴ４区間での一つの画素に対する等価回路図である。
【図１０】本発明の一実施例による有機発光表示装置の駆動トランジスタの各端子に現れ
る電圧波形図である。
【図１１】本発明の一実施例による有機発光表示装置の駆動トランジスタのしきい電圧に
よる出力電流を示す波形図である。
【図１２】本発明の一実施例による有機発光表示装置の有機発光素子のしきい電圧による
出力電流を示す波形図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１１０　　　絶縁基板
　１２４　　　制御端子電極
　１４０　　　絶縁膜
　１５４　　　半導体
　１６３、１６５　　抵抗性接触部材
　１７３　　　入力端子電極
　１７５　　　出力端子電極
　１８０　　　保護膜
　１８５　　　接触孔
　１９０　　　画素電極
　２７０　　　共通電極
　３００　　　表示板
　３６０　　　隔壁
　３７０　　　有機発光層
　３８２　　　補助電極
　４００　　　走査駆動部
　５００　　　データ駆動部
　６００　　　信号制御部
　７００　　　発光駆動部
　Ｃｓｔ　　　キャパシタ
　Ｄ１～Ｄｍ　　データ線
　Ｇ１～Ｇｎ　　走査信号線
　ＬＤ　　　　有機発光素子
　Ｑｓ１～Ｑｓ６　　スイッチングトランジスタ
　Ｑｄ　　駆動トランジスタ
　ｒ１～ｒ４　　抵抗
　Ｓ１～Ｓｎ　　発光信号線



(15) JP 5078236 B2 2012.11.21

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(16) JP 5078236 B2 2012.11.21

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(17) JP 5078236 B2 2012.11.21

10

20

30

フロントページの続き

(73)特許権者  503434302
            財団法人ソウル大学校産学協力財団
            Ｓｅｏｕｌ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏ
            ｎ
            大韓民国ソウル特別市冠岳区奉天洞山４－２
            Ｓａｎ　４－２，　Ｂｏｎｇｃｈｕｎ－ｄｏｎｇ，　Ｋｗａｎａｋ－ｇｕ，　Ｓｅｏｕｌ，　Ｋｏ
            ｒｅａ
(74)代理人  110000051
            特許業務法人共生国際特許事務所
(72)発明者  李　在　訓
            大韓民国　ソウル市　瑞草区　牛眠洞　住公アパート　１０３棟　１１０６号
(72)発明者  柳　鳳　鉉
            大韓民国　京畿道　龍仁市　水枝邑　豊徳川里　１１６７番地　ジンサンマウル　三星５次アパー
            ト　５２４棟　４０２号
(72)発明者  韓　民　九
            大韓民国　ソウル市　江南区　狎鴎亭洞　現代アパート　８５棟　２０１号

    審査官  福村　拓

(56)参考文献  特開２００３－２０２８３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０３１６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２５８４３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              S.M.Choi、外３名，A Self-compensated Voltage Programming Pixel Structure for Active-Ma
              trix Organic Light Emitting Diod，IDW'03 Proceedings of The 10th International Display
               Workshops，The Society for Information Display，２００３年１２月　３日，p.535-538

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｇ　　　３／３０　　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　３／２０　　　　



专利名称(译) 显示装置及其驱动方法

公开(公告)号 JP5078236B2 公开(公告)日 2012-11-21

申请号 JP2005148775 申请日 2005-05-20

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社
首尔大学校产学协力团

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社
基金会的首尔国立大学产学合作基金会

当前申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社
基金会的首尔国立大学产学合作基金会

[标]发明人 李在訓
柳鳳鉉
韓民九

发明人 李 在 訓
柳 鳳 鉉
韓 民 九

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50 H05B33/14

CPC分类号 G09G3/3233 G09G3/3291 G09G2300/043 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2300/0861 
G09G2320/043

FI分类号 G09G3/30.J G09G3/20.611.H G09G3/20.624.B G09G3/20.670.J H05B33/14.A G09G3/3233 G09G3
/3266 G09G3/3275 G09G3/3291

F-TERM分类号 3K007/AB11 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/GA00 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107
/CC21 3K107/EE04 3K107/HH05 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD05 5C080/DD29 5C080/EE29 
5C080/FF11 5C080/HH09 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5C080/JJ06 5C380/AA01 
5C380/AB06 5C380/AB11 5C380/AB12 5C380/AB18 5C380/AB22 5C380/AB23 5C380/AB34 5C380
/AC04 5C380/AC07 5C380/AC08 5C380/BA31 5C380/BA36 5C380/BA39 5C380/BD02 5C380/BD05 
5C380/CA08 5C380/CA12 5C380/CA53 5C380/CB01 5C380/CB17 5C380/CB26 5C380/CB31 5C380
/CC06 5C380/CC27 5C380/CC34 5C380/CC39 5C380/CC52 5C380/CC61 5C380/CC63 5C380/CD017 
5C380/CE19 5C380/DA02 5C380/HA02 5C380/HA05

审查员(译) 福村 拓

优先权 1020040035944 2004-05-20 KR

其他公开文献 JP2005331959A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供一种显示装置及其驱动方法，能够补偿驱动晶体管和有机发光装置的阈值电压的劣化并防止图像质量的劣化。 每个像素包括发
光元件，电容器，控制端子，输入端子和输出端子，并且驱动晶体管向发光元件提供驱动电流，使得发光元件发光时，驱动晶体管
是二极管通过扫描信号，用于提供所述数据电压施加到驱动晶体管，由光发射信号，用于连接光发射元件和一个电容器到所述驱动
晶体管的第二开关单元提供给所述驱动晶体管的驱动电压的第一开关单元相连接其中，电容器通过第一开关单元连接到驱动晶体
管，并根据驱动晶体管的数据电压和阈值电压存储控制电压，并通过第二开关单元连接到驱动晶体管，并将其提供给驱动晶体管。 
.The

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/06c6e620-3853-4aad-bfb5-e6f83552cf56
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036076929/publication/JP5078236B2?q=JP5078236B2



